П Р О Г Р А М М А

Вторник, 27 мая

10.00    Открытие конференции

        Вступительное слово председателя оргкомитета А.М. Филачева 

	П01 10.20
	Современное состояние, перспективы и проблемы развития ИК фотоэлектроники

Пономаренко В.П., Филачев А.М., Гринченко Л.Я.

ФГУП «НПО «Орион», Москва, Россия



	П02

10.50
	Инфракрасные фотоприемники на квантовых точках: состояние и перспективы

Рогальский А.

Институт прикладной физики, Военный институт технологии, Варшава, Польша



	П03

11.30
	Магнитные, акустические и фотонные свойства метаматериалов 

Никитов С.А., Гуляев Ю.В.

Институт радиотехники и электроники РАН, Москва, Россия 




12.00 – 12.20 Перерыв

	П04

12.20
	Новые задачи для высокоэффективного применения ИК техники

Tribolet Philippe

SOFRADIR, Франция



	П06

12.50
	Инфракрасные фотоприемники второго поколения на основе оптимизированных ГЭС КРТ МЛЭ 

Варавин В.С., Васильев В.В., Дворецкий С.А., Захарьяш Т.И., 
Клименко А.Г., Марчишин И.В., Михайлов Н.Н., Предеин А.В., 
Сусляков А.О., Сидоров Ю.Г., Якушев М.В., Асеев А.Л.

Институт физики полупроводников СО РАН, Новосибирск, Россия



	13.20
	Направления развития перспективных информационных аэрокосмических оптико-электронных средств и требования к фотоприемным устройствам для них

Захаренков В.Ф.. Иозеп Е.А., Камешков Г.Б., Макавцов Г.А., Мирзоева Л.А., Павлов В.С., Тупиков В.А.

ФГУП НПК ГОИ им. С.И. Вавилова, Санкт-Петербург, Россия

	13.40
	Последние разработки компании ТАЛЕС в области технологий и средств отображения

Michel Papuchon
Thales, Франция




14.00 – 15.30 Обед. Посещение выставки

	П07

15.30
	Предельные параметры многоэлементных гибридных МДП ИК ФПУ на InAs и приборов на их основе
Курышев Г.Л., Ли И.И., Базовкин В.М., Валишева Н.А., Гузев А.А.,

Ефимов В.М., Ковчавцев А.П. , Половинкин В.Г., Строганов А.С.

Институт физики полупроводников СО РАН,  Новосибирск, Россия 



	У01

16.00
	Исследование фотоэлектрических параметров МФПУ
на основе антимонида индия 

Касаткин И.Л., Лопухин А.А., Патрашин А.И., Чишко В.Ф.

ФГУП «НПО «Орион», Москва, Россия



	У02

16.20
	Исследование времени корректируемости для МФПУ на основе InSb 

Чишко В.Ф., Дирочка А.И., Касаткин И.Л., Лопухин А.А. 

ФГУП «НПО «Орион», Москва, Россия



	У03

16.40
	Неохлаждаемое микроболометрическое фотоприемное устройство форматом 320х240 на основе золь-гель VOx 

Демьяненко М.А., Фомин Б.И., Есаев Д.Г., Овсюк В.Н, Васильева Л.Л., Волков С.А., Марчишин И.В., Четверов Ю.С.*, Здобников А.Е.*, Кудрявцев П.Н.*, Володин Е.Б.**, Ермолов А.Е.**, Усов П.П.**, Чесноков В.П.** , Машевич П.Р.** 

Институт физики полупроводников СО РАН, Новосибирск, Россия 

*ОАО «ЦНИИ «Циклон», Москва, Россия 

**ОАО «Ангстрем», Москва, Россия




17.00 – 17.15 Перерыв

	У04

17.15
	Неохлаждаемый матричный приемник ИК излучения на основе термопневматического микромеханического преобразователя с оптоэлектронной системой считывания 

Гельфанд А.В., Паулиш А.Г., Федоринин В.Н.

Филиал Института физики полупроводников СО РАН «КТИ ПМ», Новосибирск, Россия


	У05

17.35
	ИК фотоприемники формата 288×4 с двунаправленным сканированием изображения
Васильев В.В., Предеин А.В., Варавин В.С., Михайлов Н.Н., 
Дворецкий С.А., Рева В.П.*, Сидоров Ю.Г., Сизов Ф.Ф.*, 
Сусляков А.О., Асеев А.Л.

Институт физики полупроводников СО РАН, Новосибирск, Россия

*Институт физики полупроводников НАН, Киев, Украина



	У07

17.55
	Двухспектральные матричные фотоприемники на основе структур с квантовыми ямами
Казаков А.А., Зверев Г.М., Куликов В.Б., Котов В.П., Бутягин О.Ф., 
Чередниченко О.Б., Курнявко Ю.В, Мармалюк А.А., Солодков А.А.*

ФГУП «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха» Москва, Россия

*ФГУ «22 ЦНИИ МО РФ, Мытищи, Россия



	У09

18.15
	Смотрящая К-МОП матрица формата 320х240 элементов для спектрального диапазона 3-5 мкм на основе PtSi

Карпов В.В., Никифоров А.Ю., Белин А.М.*, Золотарев В.И.*, Попов А.Д.*

ОАО «Московский завод «Сапфир», Москва, Россия

*ОАО «Ангстрем», Москва, Россия




